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１．概要（Summary） 

炭素の二次元結晶グラフェンは，全物質中最高のキャ

リア移動度・飽和速度をはじめとした優れた電子物性を有

する [1]．グラフェンのデバイス応用・性能向上には，欠

陥の無い高品質かつ大面積のグラフェンの作製が重要で

ある[2,3]．今回，SiC基板に低温の水素気流中で基板表

面を清浄化することで高品質グラフェンの作製を目指し

た． 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

熱 CVD 

【実験方法】 

SiC 基板表面の清浄化は H2雰囲気 12 L/min，温度

500 ℃，5 時間の条件で行った．作製した試料は以下に

示す． 

(ⅰ) C終端 4H-SiC基板（10mm□) 

(ⅱ) Si終端 4H-SiC基板（10mm□） 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

DFM を用いて表面観察を行った．C終端 SiC基板表

面の清浄化後の形状像を Fig. 1(a)，グラフェン化後の形

状像を Fig. 1(b)に示す． 
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Fig. 1 Topographic image (a)C-terminated SiC 

substrate surface. (b) Graphene on C-terminated 

SiC substrate. 
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